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 Invenţia se referă la optoelectronică, în special 
la lasere pe bază de semiconductori cu rezonatoare 
aleatorii. 

Laserul cu semiconductori cu rezonator ale-
atoriu include o fază de emitere şi amplificare a 
radiaţiei electromagnetice şi o fază de difuziune a 
radiaţiei electromagnetice. Noutatea invenţiei constă 
în aceea că ambele faze sunt executate poroase, 
totodată porii se propagă în direcţii radiale de la 
punctele lor de nucleere, iar în regiunea de inter-

secţie a lor sunt formate domene cu o concentraţie 
mai mare a porilor.     
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Descriere: 

 Invenţia se referă la optoelectronică, în special la lasere pe bază de semiconductori cu 
rezonatoare aleatorii. 

Majoritatea microlaserelor elaborate până în prezent sunt lasere cu semiconductori cu 
microdisc, lasere de emitere de suprafaţă cu cavităţi verticale şi lasere cu cristale fotonice. 5 
Dezavantajul acestor lasere este tehnologia sofisticată de fabricare, care necesită utilaj foarte 
costisitor. 

Se cunosc laserele cu rezonatoare aleatoare fabricate din medii dizordonate. Mecanismul fizic 
al acţiunii laser în aceste medii constă în formarea microcavităţilor circulare la scară submicro-
metrică a mediului aleatoriu [1]. Letokhov a demonstrat teoretic că combinarea difuziunii 10 
multiple a luminii în medii aleatoare cu amplificarea luminii are ca rezultat o formă a acţiunii 
laser. Ulterior acţiunea laser în medii aleatorii a fost demonstrată experimental.  

Se mai cunosc lasere cu rezonatoare aleatorii care au la bază prafuri din cristale, sticle sau 
safir [2]. Dezavantajul acestor lasere este dificultatea integrării lor în dispozitivele optoelectro-
nice.  15 

În calitate de cea mai apropiată soluţie a invenţiei serveşte laserul format dintr-un sistem cu 
câteva faze: prima fază emite şi amplifică radiaţia electromagnetică, formată din nanocristale 
semiconductoare dopate, de exemplu din nanoparticule de ZnS dopate cu Mn2+, a doua fază 
difuzează radiaţia electromagnetică, de exemplu nanoparticulele de TiO2 sau Al2O3; a treia fază 
reprezintă o matrice transparentă, de exemplu din sticlă sau polimer [3]. Dezavantajul acestui 20 
laser este separarea fazei de emitere şi amplificare a radiaţiei electromagnetice de faza de difu-
ziune a radiaţiei electromagnetice, care formează microrezonatorul, ceea ce complică integrarea 
lui în dispozitivele optoelectronice. 

Problema pe care o rezolvă invenţia propusă constă în elaborarea unui laser cu rezonator 
aleatoriu, în care un singur mediu să servească ca fază de emitere şi de amplificare a radiaţiei 25 
electromagnetice şi ca fază de difuziune a radiaţiei electromagnetice, care să poată fi integrat în 
dispozitivele optoelectronice şi fotonice. 

Esenţa invenţiei constă în aceea că laserul cu semiconductori cu rezonator aleatoriu include o 
fază de emitere şi amplificare a radiaţiei electromagnetice şi o fază de difuziune a radiaţiei 
electromagnetice. Noutatea invenţiei constă în aceea că ambele faze sunt executate poroase, 30 
totodată porii se propagă în direcţii radiale de la punctele lor de nucleere, iar în regiunea de 
intersecţie a lor sunt formate domene cu o concentraţie mai mare a porilor.     

Rezultatul invenţiei constă în atingerea efectului laser prin aceea că lumina este amplificată în 
interiorul scheletului semiconductorului poros, iar în calitate de rezonator servesc microcavităţile 
formate prin difuziunea luminii în interiorul structurii semiconductoare poroase. Acest laser poate 35 
fi uşor integrat în dispozitivele optoelectronice şi fotonice, deoarece el este format pe un substrat 
semiconductor compatibil cu tehnologiile planare. 

Invenţia se explică prin figurile 1 şi 2, care reprezintă: 
- fig. 1, imaginea în secţiune a laserului aleatoriu pe CdSe luată la microscopul electronic de 

scanare (a) şi imaginea catodoluminescenţei (b); 40 
- fig. 2, dependenţa intensităţii luminii emise de laser în funcţie de intensitatea luminii de 

excitare. 
Exemplu de realizare a invenţiei 
O plachetă de semiconductor n-CdSe cu structura wurtzit crescută prin metoda chimică din 

vapori este supusă tratamentului electrochimic într-o soluţie apoasă de HCl cu concentraţia 5% în 45 
regim potenţiostatic cu tensiunea de 25 V în decurs de 3 min în întuneric. Ca rezultat se formează 
o structură poroasă cu morfologia ilustrată în figura 1a măsurată la microscopul electronic de 
scanare TESCAN. Deoarece creşterea porilor este iniţiată la suprafaţa plachetei în anumite puncte 
de nucleere şi sporii se propagă în direcţii radiale de la aceste puncte, în locurile de întâlnire a 
porilor se formează nişte domene cu concentraţie mai înaltă a porilor. Aceste domene servesc ca 50 
rezonatoare aleatorii, care duc la amplificarea luminii în scheletul poros al semiconductorului 
ZnSe, după cum se evidenţiază în regiunile luminoase ale imaginii catodoluminescenţei din figura 
1b. 

Comportamentul de prag al dependenţei intensităţii luminii emise în funcţie de intensitatea 
luminii de excitare cu pragul în jurul a 300 W/cm2 şi creşterea bruscă a intensităţii luminii emise 55 
după legea Ilum ~ (Jexc)5, unde Ilum este intensitatea luminii emise, iar Jexc – intensitatea de excitare, 
după cum este ilustrat în figura 2, este o indicaţie a efectului laser în structura poroasă fabricată. 
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(57) Revendicare: 

  Laser cu semiconductori cu rezonator aleatoriu, care include o fază de emitere şi 5 
amplificare a radiaţiei electromagnetice şi o fază de difuziune a radiaţiei electromagnetice, 
caracterizat prin aceea că ambele faze sunt executate poroase, totodată porii se propagă în 
direcţii radiale de la punctele lor de nucleere, iar în regiunea de intersecţie a lor sunt formate 
domene cu o concentraţie mai mare a porilor.     
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Fig. 2 
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